Résumé

Dans ce travail, nous avons préparé des films et hétérostructures de type n-ZnO/ verre, p-CuP/
verre, n-ZnO/p-Si, p-CuO/n-Zn0O, p-CuO/n-ZnS et p-CuO/électrolyte (KOH et BDM) par
pulvérisation cathodique DC et par spray pyrolyse ultrasonique. Nous avons effectué une
étude systématique de I'influence de I'épaisseur des films d’oxydes, sur leurs propriétés et sur
le comportement des hétérostructures correspondantes. Les résultats ont montré une bonne
amélioration des propriétés physiques des films avec I'augmentation de leur épaisseur.
Cependant I’évolution du comportement électrique des hétérostructures reste non prévisible
et limitée par la présence incontrélée d’états a l'interface et/ou en volume. On montre que
les hétérostructures n-ZnO/p-Si manifestent un effet photovoltaique remarquable pour une
épaisseur de 16 nm. Par ailleurs, pour une épaisseur de 474 nm les hétérostructures p-
CuO/électrolyte manifestent un rendement de conversion de 87% pour la photodégradation
du BDM, apres 3h d’éclairement solaire.

Abstract

In this work, we prepared the n-ZnO/glass, p-CuO/glass n-ZnO/p-Si, p-Cu0/n-Zn0O, p-CuO/n-
ZnS and p-CuO/electrolyte (KOH and BDM) structures by DC reactive sputtering and spray
pyrolysis. We have investigated the influence of the film thickness of ZnO and CuO on the
physical properties of thin films and hetero-junctions. The physical characterisations of thin
films indicated that the films quality enhanced with increasing thickness. However, the
electrical behaviour of the heterojunctions is not predictable and it is strongly depends on the
interface states and the volume defects in the materials. The n-ZnO/p-Si heterostructure with
just 16 nm ZnO film thickness manifests an important photovoltaic effect. Moreover, for 474
nm CuO film thickness, the p-CuO/electrolyte achieves an efficiency of 87% for BDM photo-
catalysis after 3 hours under sunlight.
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